SP 105

Implantierte Si-Epitaxie-Planar-Sensorzelle mit ein-
geschlossenem Glasfilter. Sie ist als Fotodetektor fiir
elektronisch gesteuerte Kameras einsetzbar.

Sie zeichnet sich durch eine gute Anndherung der
Empfindlichkeit an die V (4)-Kurve aus und wird ohne

aGuBere Spannungsquelle betrieben.
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Ansicht A

KenngréBen bei @, = 25°
KurzschluBstrom

bei E = 107 Ix, R =10 &
Leerlaufspannung

bei E =103 Ix, R = 107 @
Nullpunktwiderstand

Wellenldnge der max.
spektralen Empfindlichkeit

relative spektrale
Empfindlichkeit
bei 4 = 400 nm
bei 1 = 700 nm
Aktinitat flir Farb-
temperatur 4700 K

KurzschluBempfindlichkeit
im Bereich

Ey = 10=3 bis 10° Ix
RL = 10 Q
Anstiegszeit

bei |th = 10 uAd,

Ry = 1k, 1 = 650 nm
Abfallzeit

bei lPh == 10 HA,

R = 1k, 2 = 650 nm
Sperrschichtkapazitat
E,=0)
Temperaturkoeffizient
der Leerlaufspannung
Temperaturkoeffizient
des KurzschluBstromes
Lagerungs-
temperaturbereich
Betriebs-
temperaturbereich
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